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１．概要（Summary） 

窒化ガリウム（GaN）は、広いバンドギャップや優れた物

性値を有しているため、高周波・高出力デバイスの半導

体として活用が期待されている。本報告では、自立 GaN 
基板を用いた、縦型  GaN SBD（Schottky Barrier 
Diode） を紹介する。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】高速マスクレス露光装置、原子層堆

積装置（ALD） 
【実験方法】 

自社にて用意した GaN 基板上に NIMS 微細加工プ

ラットフォームの ALD を用いて Al2O3 を、産業技術総合

研究所 ナノプロセシング施設（以下、NPF）のプラズマ

CVD を用いて SiO2、 SiNx をそれぞれ成膜した。コンタ

クトホールは BHF を用いて形成し、アノードとなるショッ

トキー電極には Ni を、カソードとなる裏面オーミック電極

には Ti/Al/Ni/Au を NPF にて蒸着した。完成したデバ

イスの断面図を Fig. 1 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 2 にダイオードの順方向特性から得られた理想

係数 n を絶縁膜ごとに示す。ALD を用いて成膜した 
Al2O3 はばらつきが少なく、値が理想に近い 1 に近づく

ことがわかる。またプラズマ CVD を用いて成膜した 
SiO2、SiNx はばらつきが多く見られた。これは成膜時に

プラズマダメージが形成させることに起因していると考え

られる。 
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Fig. 1 Schematic cross section of the fabricated 
GaN SBD. 

Fig. 2 Ideality factor of each Insulator on GaN 
SBD. 


